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Introducéo

O ISFET (direto do inglés, lon Sensitive Field
Effect Transistor) foi 0 primeiro sensor quimico com
pequenas dimensGes baseado em dispositivo
semicondutor. Em comparagdo com outros tipos de
sensores, ele apresenta vantagens bem conhecidas
como miniaturizagdo, alta sensibilidade, baixo custo
e potencial para multi-deteccdo. Uma alternativa a
fabricacdo do ISFET sdo os denominados EGFET
(direto do inglés, Extended Gate Field Effect
Transistor). O EGFET, como sensor de pH, é
composto de uma membrana responsavel pela
deteccdo dos ions que € depositada sobre um
substrato e conectada a um MOSFET comercial.

Neste trabalho tivemos com objetivo construir um
EGFET utilizando pentéxido de vanadio obtido pelo
método sol-gel tendo como finalidade a sua utilizagdo
como sensor de pH.

Resultados e Discussao

Durante a caracterizacdo dos sensores, para
verificar a resposta do filme obtido de V,Os xerogel
como membrana seletiva de ions, foram preparadas
uma série de solucdes com diferentes pHs. Desta
forma, medindo o sinal resultante do gatilho estendido
quando em solu¢des com diferentes concentracdes
de H realizamos a caracterizacdo de cada sensor
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Figura 1 - Curva de resposta do EGFET operando
na regido de ndo saturacéo

A figura 1 mostra o EGFET operando na regido de
ndo saturacdo com Vpsigual a 0,3 V e Vgs variando
de 0 a 5V. A partir deste grafico foi obtida a
sensibilidade do EGFET através da curva da Vg €m
funcdo do pH (figura 2).
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Figura 2 - Relagdo entre a Tensdo de Referéncia Vi
e pH da solucéo

Na figura 2 é mostrada a sensibilidade do sensor
gue é obtido a partir do gréafico de Vgs em fungéo do
pH (Fig.1). Dessa forma, este sensor obteve-se uma
sensibilidade igual a 42 mV/pH no qual é um valor
considerado bom [1]. No entanto, testes como
aumento na espessura do filme e mudanga do
substrato poderdo aumentar essa sensibilidade.

Conclusoes

O uso de V,Os obtido pelo método sol-gel na
construcdo de um EGFET como sensor de pH
demonstrou ser promissor pois apresentou uma
sensibilidade de aproximadamente 42 mV/pH. Desta
forma, acreditamos que o desenvolvimento de um
EGFET utilizando V,Os xerogel como sensor de pH é
viavel j4 que trata-se de um método barato de
preparacdo e com uma resposta rapida .
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